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１．概要（Summary） 
従来、光源や光学素子の制限から THz 帯での分光測定

は非常に限られたものであった。ベクトル波形整形波はフ

ェムト秒光パルス中の 2 つの偏向方向成分の位相を独立

に制御することにより、出力光パルスの偏向状態を任意に

制御するものである。これを用いて中心周波数、偏向状

態、スペクトルバンド幅が制御された THz 帯の変調波を

得られる。本課題では、ベクトル波形整形によって得られ

た THz 帯のねじれ波を照射する GaAs/AlGaAs 単一ヘ

テロ接合ホールバー試料作製のためのフォトマスクの作

製を行った。 
 
２．実験（Experimental） 
作製したホールバーのパターンは幅 w=400µm,長さ

L=1600µm であった。このような面積の大きいパターンの

描画のために、高速で描画が可能なパターン投影リソグ

ラフィシステムを用いて描画を行った。メサ構造をエチン

グするためのフォトマスク、オーミック電極を作製するため

のフォトマスク、ボンディングのためのパッドのためのフォト

マスクを作製した。電子線露光装置を用いて描画を行う

場合と比較して、きわめて短時間でパターンの描画を行う

ことができた。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
Fig.1 に、パターン投影リソグラフィシステムを用いて描画

を 行い 作 製した フォ ト マ ス ク を 用い て 作製し た

GaAs/AlGaAs 単一ヘテロ接合ホールバー試料の光学

顕微鏡像を示す。このように電子線露光装置を用いて描

画されたフォトマスクを用いて作製された試料と同等のも

のが作製されたことがわかる。低温においてこの

GaAs/AlGaAs単一ヘテロ接合ホールバー試料のホール

測定を行い、電子密度、電子移動度を評価し、電子線露

光装置を用いた場合と同等の高品質の試料であることが

確認された。 
 

 

Fig.1 Optical microscopic image of Hall-bar 
structure on GaAs/AlGaAs single hetero junction. 
Numbers correspond to chip-carrier pins. 
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